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В последние годы активизировался поиск альтернативных и более экологически 

безопасных фотоэлектрических материалов. В этом отношении к перспектив-

ным материалам относятся халькогенидные соединения на основе сурьмы, осо-

бенно соль Шлиппе (Na₃SbS₄·9H₂O). Соль Шлиппе представляет интерес в каче-

стве исходного материала для фотоэлектрических и оптоэлектронных примене-

ний благодаря своей растворимости в воде, относительно низкой температуре 

синтеза и структуре на основе Sb–S. В статье анализируются структурные свой-

ства соли Шлиппе, ее роль в фотоэлектрической области и возможности ее при-

менения. 

Прямое преобразование солнечной энергии в электрическую является осно-

вой фотоэлектрических технологий. Хотя традиционные солнечные элементы на 

основе кремния обладают высокой эффективностью, высокая себестоимость 

производства и энергоемкие процессы сделали актуальным изучение альтерна-

тивных материалов. В этом отношении привлекательными являются сульфиды и 

тиостибиты сурьмы как материалы с низкой стоимостью, относительно низкой 

токсичностью и подходящими оптическими свойствами. Важную роль в синтезе 

этих соединений играет соль Шлиппе. 

Химические и структурные свойства соли Шлиппе: соль Шлиппе – 

Na₃SbS₄·9H₂O – представляет собой тиостибиат натрия с кристаллической 

структурой, хорошо растворимый в воде. Основной структурной единицей со-

единения является тетраэдр [SbS₄]³⁻. Этот анион является подходящим исход-

ным материалом для получения полупроводниковых фаз на основе сульфида 

сурьмы. Гидратированные молекулы воды в кристаллической структуре ослаб-

ляют межионное взаимодействие и повышают стабильность вещества в водной 

среде. 

Соль Шлиппе не используется непосредственно в качестве фотоэлектриче-

ского материала, а в качестве прекурсора для синтеза фоточувствительных по-

лупроводников на основе Sb–S. А также она используется для получения полу-

проводников сульфида сурьмы (Sb₂S₃) и сульфида цинка-сурьмы (Zn–Sb–S) ме-

тодами на основе растворов (химическое осаждение из раствора, центрифугиро-

вание, гидротермальный синтез). Эти материалы обладают подходящей энерги-

ей запрещенной зоны в диапазоне 1.5–2.0 эВ, высоким коэффициентом погло-

щения и низкими потерями материала. Хорошая растворимость в воде делает ее 

подходящей для низкотемпературных и недорогих технологий производства. 

Это позволяет получать фотоэлектрические покрытия на больших поверхностях. 


